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H(S)- 喜Kα (EqSJp s kq-H(S′,a) ;Kα- JkaT
くりこみ変換は
exp H′(S′)- ∑expH (S′,a)
(a)
で与えられる｡ 変換されたノ､ミ′レトニアンH′は(1)と同じ形になる｡








Hをセル内相互作用 HOとセル間相互作用 Ⅴを摂動として2次まで Cumulalt展開す
る｡結果は次の通 りである｡ ここに (A)は 1次摂動,(B)と (C)は2次近似で,




(B ) 2.170 2.0339
(C ) 2.326 2.0521
(J) Diluteな坂合
ノ､ミル トニアン(1)を
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図3 2次近似
ここに t-1は磁性原子の存在, t-Oは不在を表す｡ t2-1で,くt>ra｡d｡m -p
は磁性原子の濃度である｡ (4)について. (∫)と同様の計算を実行する｡ 相互作用と
として上記の (C)をとると,図2,図3の結果を得る｡ なお,図 2の点線はTatsumi-
Kawasaki2)が bondproblem についてる3角格子に対 して行ったものを正方格子に適用
したものであるo 臨界濃度は ㌔-o･590±0･010 (site),pc-0･500 (bond) であ
る｡
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